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(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR TESTING SEMICONDUCTOR WAFERS USING A CHUCK DEVICE WHOSE TEM-
PERATURE CAN BE REGULATED

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM TESTEN VON HALBLEITERWAFERN MITTELS EINER
TEMPERIERBAREN AUFSPANNEINRICHTUNG

(57) Abstract: The invention relates to a
method for testing semiconductor wafers (5)
v using a chuck device (1), whose temperature

can be regulated. Said method comprises

PT the following steps: the temperature of the

chuck device (1) is regulated to a predefined

measuring temperature using an electric

129 heating device (HE) with a predetermined

/T81 heating output (PW) and a cooling device

(11a, 11b, 1lc), through which a fluid (F)

7 flows for cooling purposes and which has

a predetermined cooling output (PK), the

0 I \ / I—\,Y’a heating output (PW) ' being significantly

R greater than a predetermined test output (PT);

AF \ ) 92 9 the rear face (R) of a semiconductor wafer

\ V / WCH/ /}'\-5 (5) is placed on a bearing face (AF) of the

PW ~ VTSZ \E 1753 ~ N 50 12 temperature-controlled chuck device (1);

_L» 7 placing of a probe card (7°, 7’a) on the front

oo 1b face (O) of the semiconductor wafer (5); the

/ semiconductor wafer (5) is then tested by

HE |11c 54 1¢ applying the test output (PT) of a test unit

(TV) to a chip region (CH) on the front face

(O) of the semiconductor wafer (5) by means

155 ’\g\1 la Hb;@ 1 of probes (91, 92) located in the probe card (7°,

56 i TOUI 77a); the increase in temperature of the fluid

F F (F) during the test process, which reflects the

test output (PT), is recorded; and the heating

output (PW) is reduced during the test process,

whilst the cooling output (PK) is maintained at

an essentially constant level, taking into account the temperature increase of the fluid (F) that has been recorded during the testing
process. The invention also relates to a corresponding device.

120
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Veroffentlicht:
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zum Testen von Halbleiterwafern (5) mittels einer tem-
perierbaren Aufspanneinrichtung (1) mit den Schritten: Temperieren der Aufspanneinrichtung (1) mittels einer elektrischen Hei-
zein-richtung (HE) mit einer vorgegebenen Heizleistung (PW) und einer Kiihleinrichtung (11a, 11b, 11c¢), durch die zur Kiih-lung
ein Fluid (F) geleitet wird, mit einer vorgegebenen Kiihlleistung (PK) auf eine vorbestimmte Messtemperatur, wo-bei die Heizleis-
tung (PW) wesentlich grésser als eine vor-gegebene Testleistung (PT) ist; Auflegen der Riickseite (R) eines Halbleiterwafers (5) auf
eine Auflageseite (AF) der temperierbaren Aufspanneinrichtung (1); Aufsetzen einer Sondenkarte (7', 7'a) auf die Vorderseite (O)
des Halbleiterwafers (5); Testen des Halbleiterwafers (5) durch Ein-prigen der Testleistung (PT) von einer Testvorrichtung (TV)
in einen Chipbereich (CH) der Vorderseite (O) des Halbleiterwafers (5) mittels Sonden (91, 92) der aufgesetzten Son-denkarte (7',
7'a); Erfassen einer die Testleistung (PT) widerspiegelnden Temperaturerhhung des Fluids (F) beim Testen; und Reduzieren der
Heizleistung (PW) wihrend des Testens bei im wesentlichen konstanter Kiihlleistung (PK) unter Beriicksichtigung der beim Testen
erfassten TemperaturerhShung des Fluids (F). Die Erfindung schafft auch eine entsprechende Vorrichtung.
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Verfahren und Vorrichtung zum Testen von Halbleiterwafern

mittels einer temperierbaren Aufspanneinrichtung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Testen von Halbleiterwafern mittels einer
temperierbaren Chuckeinrichtung (nachstehend als Aufspann-

einrichtung bezeichnet).

Bekannterweise werden Testmessungen an Halbleiterwafern ty-
pischerweise in einem Temperaturbereich zwischen -60°C und
+400°C durchgefiihrt. Zur Temperierung wird ein Halbleiter-
wafer auf einen Probertisch bzw. eine Aufspanneinrichtung
gelegt, der entsprechend der Soll-Temperatur gekiihlt

und/oder beheizt wird.

Dabei ist einerseits darauf zu achten, dass die Temperatur
des Halbleiterwafers nicht unter den Taupunkt des umgeben-
den gasformigen Mediums gerat, da sonst eine Kondensation
von Feuchtigkeit auf der Halbleiterwaferoberfldche bzw. ei-
ne Vereisung auftritt, welche die Testmessungen behindert

bzw. unmdglich macht.

Andererseits tritt bei Testmessungen mit hoher Chipleistung
das Problem auf, dass der Halbleiterwafer sich lokal auf
der Vorderseite im Bereich des Stromflusses lber die Tempe-
ratur der mit der Aufspanneinrichtung in Kontakt befindli-
chen Ruckseite erwdrmt, weil aufgrund des endlichen Warme-
Ubergangswiderstandes zwischen Halbleiterwafer und Auf-

spanneinrichtung die Warmeabfuhr verzdgert ist. Typischer-
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weise erhdlt man bei elektrischen Leistungen von iber 100 W
eine lokale Temperaturdifferenz von ca. 90 K zwischen Vor-
derseite des Halbleiterwafers und Auflageseite der Auf-
spanneinrichtung. Diese Temperaturdifferenz stort die Test-
messung, welche ja gerade die isothermen elektrischen Ei-
genschaften'der im Halbleiterwafer integrierten Schaltungen
angeben soll. Gleichzeitig koénnen bei hoheren Leistungen
die Chips Uber eine maximal erlaubte Temperatur erwdrmt
werden, was die Gefahr eines elektrischen Ausfalls mit sich

bringt.

Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
aus der US 5 010 296 bekannten Vorrichtung zum Testen von
Halbleiterwafern mittels einer temperierbaren Aufspannein-

richtung.

In Figur 2 bezeichnet Bezugszeichen 6' eine temperierbare
Aufspanneinrichtung. Die Aufspanneinrichtung 6 ist mit ei-
ner Antriebseinrichtung 7' verbunden, welche eine Bewegung
in Héhenrichtung und der Ebene veranlassen kann. Oberhalb
der Aufspanneinrichtung 6' vorgesehen ist eine Sondenkarte
12", welche Sonden 1‘, beispielsweise in Form diinner Na-
deln, aufweist, die dazu verwendet werden, integrierte
Schaltungen auf einem Halbleiterwafer 30' zu kontaktieren

und elektrische Messungen daran durchzufihren.

Bezugszeichen 13" bezeichnet eine Testereinrichtung, mit-
tels der die Sonden 1' gemdB vorgegebener Testprogramme an-

steuerbar sind. Ebenfalls ansteuerbar durch die Testerein-
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richtung 13" ist die Steuereinrichtung 7', um bestimmte in-
tegrierte Schaltungen des Halbleiterwafers 30" in Verbin-

dung mit den Sonden 1' zu bringen.

Eine Gaszufihrungseinrichtung 8', welche mit einer Gasver-
sorgungseinrichtung 10' verbunden ist, ist auf der einen

Seite der Aufspanneinrichtung 6' vorgesehen.

Auf der gegenliberliegenden Seite der Aufspanneinrichtung 6°
ist eine Saugleitungseinrichtung 9' vorgesehen, die wieder-
um mit einer Saugeinrichtung 11' verbunden ist. Die Gaszu-
fihrungseinrichtung 8' und die Saugleitungseinrichtung 9°
haben eine relativ flache Querschnittsgestalt, so dass Gas
gleichmédfig Uber die gesamte Oberfldche des Halbleiterwa-
fers 30" gesplilt werden kann. Die Gasspililung bei dieser be-
‘kannten Halbleiterwafertestvorrichtung dient zum Abtrans—
port von Kontaminationspartikeln, die durch duBere Einflis-
se oder unter dem Einfluss der Sonden 1' auf der Oberfl&che

des Halbleiterwafers abgelagert werden.

Aus Elektronik, Produktion und Priiftechnik, Juli/August
1982, Seiten 485 bis 487, Positionieren und Kontaktieren
von Wafern, 1st der Aufbau von Sondenkarten zum Testen von

Halbleiterwafern bekannt.

Die EP 0 438 957 Bl offenbart eine Priufvorrichtung fir
Halbleiter-Halbleiterwafer, wobei an einer Aufspanneinrich-

tung eine Vielzahl von Temperatursensoren angebracht ist,
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die eine entsprechende Temperaturverteilung auf der Auf-

spannoberfldche erfassen.

Die EP 0 511 928 Bl offenbart eine Aufspanneinrichtung mit
einer Vielzahl von Labyrinthkan&dlen, durch die ein Fluid
zur Temperierung der Aufspanneinrichtung geleitet wird.
Durch den labyrinthférmigen Aufbau werden eine hohe Kihl-

leistung und eine homogene Temperaturverteilung erzielt.

Die US 5 977 785 offenbart ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zum Testen von Halbleiterwafern mittels einer tempe-
r-rierbaren Aufspanneinrichtung mit einer fluidbasierten
Heiz-/Kthleinrichtung, wobei die Temperatur eines zu te-
stenden Chips beim Testen erfasst wird und basierend auf
dem Erfassungsergebnis eine Driftkorrektur der Steuerung
der Heiz-/ Kiihleinrichtung vorgenommen wird. Als Alternati-
ve Heizeinrichtungen nennt die US 5 977 785 resistive und

induktive elektrische Heizeinrichtungen.

Die US 5 084 671 offenbart ein weiteres Verfahren und eine
weitere Vorrichtung zum Testen von Halbleiterwafern mittels
einer temperierbaren Aufspanneinrichtung mit einer fluidba-
sierten Kithleinrichtung und einer elektrischen Heizeinrich-

tung.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Testen von Halbleiterwafern mit-

tels einer temperierbaren Aufspanneinrichtung anzugeben,
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welche eine Kbnditionierung'des Halbleiterwafers ermégli-

chen.

Das erfindungsgemdsse Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 bzw. die entsprechende Vorrichtung nach Anspruch
7 weisen gegenliber dem bekannten Ldsungsansatz den Vorteil
auf, dass selbst bei hoher elektrischer Leistung nur eine
sehr geringe Temperaturdifferenz zwischen Vorderseite des

Halbleiterwafers und der Auflageseite des Chucks auftritt.

Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Idee be-
steht darin, dass ein Temperieren der Aufspanneinrichtung
mittels einer Heizeinrichtung mit einer vorgegebenen Heiz-
leistung und einer Kihleinrichtung mit einer vorgegebenen
Kithlleistung auf eine vorbestimmte Messtemperatur erfolgt,
wobel die Heizleistung wesentlich groBer als eine vorgege-
bene Testleistung ist. Beim Testen des Halbleiterwafers
durch Einpr&gen der Testleistung von einer Testvorrichtung
erfolgt ein Reduzieren der Heizleistung um den Betrag der
Testleistung wdhrend des Testens bei im wesentlichen kon-

stanter Kihlleistung.

Die hat den Vorteil eines sehr schnellen Ansprechens der
temperierbaren Aufspanneinrichtung als Reaktion auf die Zu-

fihrung der Testleistung.

In den Unteranspriichen finden sich vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Verbesserungen des betreffenden Gegenstandes der

Erfindung.
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Ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnun-
gen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung niher

erldautert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Ausfilihrungs-
form der erfindungsgemdssen Vorrichtung zum Te-
sten von Halbleiterwafern mittels einer tempe-

rierbaren Aufspanneinrichtung; und

Fig. 2 eine schematische Querschnittsansicht einer aus
der US 5 010 296 bekannten Vorrichtung zum Testen

von Halbleiterwafern mittels einer Sondenkarte.

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche o-

der funktionsgleiche Bestandteile.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellungen einer Ausfiih-
rungsform der erfindungsgemdssen Vorrichtung zum Testen von
Halbleiterwafern mittels einer temperierbaren Aufspannein-

richtung.

In Figur 1 bezeichnet Bezugszeichen 1 eine temperierbare,
in Hohenrichtung und innerhalb der Ebene verfahrbare tempe-

rierbare Aufspanneinrichtung.
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Die Aufspanneinrichtung 1 weist einen oberen Bereich la

auf, welcher mit Vakuumrillen 50 versehen ist. Auf dem obe-
ren Bereich la der Aufspanneinrichtung 1 befindet sich ein
Halbleiterwafer 5, der mit seiner Rickseite R die Auflage-

seite AF der Aufspanneinrichtung 1 kontaktiert.

In einem mittleren Bereich 1lb der Aufspanneinrichtung 1 be-
findet sich eine elektrische Heizeinrichtung HE, welche
durch Zufihrung von elektrischer Leistung PW zum Aufheizen

der Aufspanneinrichtung 1 vorgesehen ist.

Im unteren Bereich lc der Aufspanneinrichtung 1 schlieBlich
befindet sich ein labyrinthférmiges Kithlkanalsystem 1llc,
dem an einem Eingang lla vorgekihltes Fluid F mit einer
Eingangstemperatur Tin zugefithrt wird und dem an einem Aus-
gang 1llb dieses Fluid F mit erhdhter Temperatur Tout wieder
entnommen wird. Mittels eines nicht dargestellten Temperie-
rungssystems wird das Fluid F auBerhalb der Aufspannein-

richtung 1 auf eine vorgegebene Solltemperatur gebracht.

Oberhalb des Halbleiterwafers 5 befindet sich eine platten-
férmige Sondeneinrichtung 7%, welche einen abgestuften Be-
reich 7‘a aufweist, von dem ausgehend Sondennadeln 91, 92

auf einen Chipbereich CH auf der Vorderseite O des Halblei-

terwafers 5 aufgesetzt sind.

Mittels einer Testvorrichtung TV werden elektrische Testse-
quenzen Uber die Sonden 91, 92 auf den Chipbereich CH tiiber-

tragen, wobei eine Leistung PT in den Chipbereich CH einge-
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speist wird, die zur lokalen Erwidrmung des Halbleiterchips
5 fuhrt und weggekiihlt werden muss, um eine gewlnschtermas-

sen isotherme Testmessung durchzufiihren.

Bei dieser erfindungsgemidfen Ausfihrungsform sind verschie-
dene Temperaturerfassungseinrichtungen TS1 bis TS6 vorgese-
hen. Eine erste Temperaturerfassungseinrichtung TS1 befin-
det sich an der Sondeneinrichtung 7' und weist ein Infra-
rotthermometer IR auf, welches einen IR-Lichtleiter 120 und

eine Auswerteschaltung 121 umfasst.

Die Auswerteschaltung 121 erfasst mittels eines nicht dar-
gestellten IR-Fotoleiters und einem nachgeschalteten Ver-

starker unmittelbar die Temperatur im Chipbereich CH.

Eine zweite Temperaturerfassungseinrichtung TS2 befindet
sich im oberen Bereich la der Aufspanneinrichtung 1, eine
dritte Temperaturerfassungseinrichtung TS3 im mittleren Be-
reich 1b der Aufspanneinrichtung 1, eine vierte Temperatur-
erfassungseinrichtung TS4 im unteren Bereich 1lc der Auf-
spanneinrichtung 1, eine finfte Tempera-
turerfassungseinrichtung am Einlass lla fiir das Fluid F,
sowle eine sechste Temperaturerfassungseinrichtung TS6 am
Ausgang 1llb fUr das Fluid F. Mit den Temperatur-
erfassungseinrichtungen TS2 bis TS4 kann insbesondere er-
mittelt werden, ob sich die Aufspanneinrichtung 1 in ther-

mischem Gleichgewicht befindet.



WO 2006/072598 PCT/EP2006/000142

Vor der Testmessung erfolgt bei aufgelegtem Halbleiterwafer
5 und aufgesetzten Sonden 91, 92 ein Temperieren der Auf-
spanneinrichtung 1 mittels der Heizeinrichtung HE mit einer
vorgegebenen Heizleistung PW und der Kihleinrichtung 1lla,
11b, 1lc mit einer vorgegebenen Kithlleistung PK auf eine
vorbestimmte Messtemperatur, z.B. -20°C, wobei die Heizlei-
stung PW wesentlich grésser als eine vorgegebene Testlei-

tung PT ist, z.B. PW = 1 kW, PT = 200 W.

Dann erfolgt ein Testen des Halbleiterwafers 5 durch Ein-
pragen der Testleistung PT von der Testvorrirchtung TV in
den Chipbereich CH der Vorderseite O des Halbleiterwafers 5

mittels der Sonden 91, 92 der aufgesetzten Sondenkarte 7°.

Ausfihrungsgemdss wird die von der Heizleistung PW abzuzie-
hende Testleistung PT unter Berlcksichtigung der Signale
der zweiten und dritten Temperaturerfassungseinrichtung
TS5, TS6 vorgegeben, die die Eingangstemperatur Tin bzw.
die Ausgangstemperatur Tout des der Aufspanneinrichtung 1
von der Kihleinrichtung 1la, 1llb, 1lc zur Kihlung geliefer-
ten Fluids F w&hrend des Testens erfassen, denn dessen Tem-
peraturerhbhﬁng spiegelt ebenfalls die Testleistung PT wi-

der.

Zus&dtzlich kann die von der Heizleistung PW abzuziehende

Testleistung PT unter Berticksichtigung des Signals der er-
sten Temperaturerfassungseinrichtung TS1 vorgegeben werden,
die die Temperatur des Chipbereichs CH wdhrend des Testens

direkt kontaktlos erfasst.
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Die Erfindung ist nicht auf gasférmige getrocknete Luft be-

schrénkt, sondern prinzipiell auf beliebige Fluide anwend-
bar.
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PATENTANSPRUCHE

1. Verfahren zum Testen von Halbleiterwafern (5) mittels einer

temperierbaren Aufspanneinrichtung (1) mit den Schritten:

Temperieren der Aufspanneinrichtung (1) mittels einer elektri-
schen Heizeinrichtung (HE) mit einer vorgegebenen Heizleistung
(PW) und einer Kthleinrichtung (1la, 11b, 1lc), durch die zur
Kihlung ein Fluid (F) geleitet wird, mit einer vorgegebenen
Kihlleistung (PK) auf eine vorbestimmte Messtemperatur, wobei
die Heizleistung (PW) wesentlich gréBer als eine vorgegebene

Testleistung (PT) ist;

Auflegen der Rluckseite (R) eines Halbleiterwafers (5) auf eine

Auflageseite (AF) der temperierbaren Aufspanneinrichtung (1);

Aufsetzen einer Sondenkarte (7', 7‘a) auf die Vorderseite (O)

des Halbleiterwafers (5);

Testen des Halbleiterwafers (5) durch Einprdgen der Testlei-
stung (PT) von einer Testvorrichtung (TV) in einen Chipbereich
(CH) der Vorderseite (0O) des Halbleiterwafers (5) mittels Son-
den (91, 92) der aufgesetzten Sondenkarte (7', 7‘a);

Erfassen einer die Testleistung (PT) widerspiegelnden Tempera-

turerhdhung des Fluids (F) beim Testen; und

Reduzieren der Heizleistung (PW) wdhrend des Testens bei im
wesentlichen konstanter Kihlleistung (PK) unter Berilick-
sichtigung der beim Testen erfassten Temperaturerhthung des

Fluids (F).
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Temperaturerhdhung des Fluids unter Berlicksichtigung der Si-
gnale einer zweiten und dritten Temperaturerfassungs-
einrichtung (TS5, TS6) erfasst wird, die die Eingangs-
temperatur (Tin) und die Ausgangstemperatur (Tout) des der
Aufspanneinrichtung (1) von der Kihleinrichtung (1la, 1lb,
11lc) =zur Kihlung gelieferten Fluids (F) wahrend des Testens

erfassen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Heizleistung (PW) unter Bericksichtigung einer mit-
tels des Signals einer ersten Temperaturerfassungseinrichtung
(TS1) erfassten Temperaturerhdhung des Chipbereichs (CH) redu-
ziert wird, wobei die erste Temperaturerfassungseinrichtung
(TS1l) die Temperatur des Chipbereichs (CH) wahrend des Testens

kontaktlos erfasst.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste Temperaturerfassungseinrichtung (TS1l) ein Infrarot-

thermometer (120, 121) umfasst.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufspanneinrichtung (1) einen oberen
Bereich (la), einen mittleren Bereich (1lb) und einen unteren
Bereich (1lc) aufweist, wobei der obere Bereich (la) die Aufla-
geflache (AF) in Kontakt mit der Rickseite (R) des Halbleiter-
wafers (5), der mittlere Bereich (1b) die Heizeinrichtung (HE)
und der untere Bereich (lc) die Kithleinrichtung (1la, 1lb,

11lc) aufweist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprliche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Testleistung (PT) in der GroRenord-

nung von einem bis einigen Hundert Watt und die Heizleistung
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(PW) in der GroBenordnung von einem bis einigen Kilowatt

liegt.

7. Vorrichtung zum Testen von Halbleiterwafern (5) mittels ei-

ner temperierbaren Aufspanneinrichtung (1) mit:

einer Temperierungseinrichtung zum Temperieren der Aufspann-
einrichtung (1) mittels einer elektrischen Heizeinrichtung
(HE) mit einer vorgegebenen Heizleistung (PW) und einer Kithl-
einrichtung ‘(1la, 11b, 1lc), durch die zur Kihlung ein Fluid
(F) leitbar isf, mit einer vorgegebenen Kuhlleistung (PK) auf
eine vorbestimmte Messtemperatur, wobei die Heizleistung (PW)

wesentlich gréBer als eine vorgegebene Testleistung (PT) ist;

einer Testvorrichtung (TV) zum Testen des Halbleiterwafers (5)
durch Einprédgen der Testleistung (PT) in einen Chipbereich
(CH) der Vorderseite (0) des Halbleiterwafers (5) mittels Son-

den (91, 92) einer Sondenkarte (7%, 7'a); und

einer Temperaturerfassungseinrichtung (T5, T6) zum Erfassen
einer die Testleistung (PT) widerspiegelnden Temperatur-

erhohung des Fluids (F)beim Testen;

wobei die Temperierungseinrichtung derart gestaltet ist, dass
ein Reduzieren der Heizleistung (PW) wdhrend des Testens bei

im wesentlichen konstanter Kihlleistung (PK) unter Bericksich-
tigung der beim Testen erfassten Temperaturerhéhung des Fluids

(F) stattfindet.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperaturerhohung des Fluids durch die Temperaturerfas-

sungseinrichtung (TS5, TS6) unter Berlcksichtigung der Signale
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einer zweiten und dritten Temperaturerfassungseinrichtung

(TS5, TS6) er

fassbar ist, die die Eingangstemperatur (Tin) und die Aus-
gangstemperatur (Tout) des der Aufspanneinrichtung (1) =zur

Kiihlung gelieferten Fluids (F) wdhrend des Testens erfassen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Heizleistung (PW) unter Beriicksichtigung einer mit-
tels des Signals einer ersten Temperaturerfassungseinrichtung
(TS1l) erfassten Temperaturerhdhung des Chipbereichs (CH) redu-
zierbér ist, wobei die erste Temperaturerfassungseinrichtung
(TS1) die Temperatur des Chipbereichs (CH) wadhrend des Testens

kontaktlos erfasst.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Temperaturerfassungseinrichtung (TS1l) ein Infrarot-

thermometer (120, 121) umfasst.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche 7 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufspanneinrichtung (1)
einen oberen Bereich (la), einen mittleren Bereich (1b) und
einen unteren Bereich (lc) aufweist, wobei der obere Bereich
(la) die Auflagefldche (AF) in Kontakt mit der Riickseite (R)
des Halbleiterwafers (5), der mittlere Bereich (1b) die Heiz-
einrichtung (HE) und der untere Bereich (lc) die Kihleinrich-

tung (1la, 11b, 1lc) aufweist.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche 7 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Testleistung (PT) in der
GréBenordnung von einem bis einigen Hundert Watt und die Heiz-
leistung (PW) in der GroéRenordnung von einem bis einigen Kilo-

watt liegt.
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